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Высоковольтные диоды Шоттки (ДШ) на основе 4H-SiC находят в последнее время все более широкое применение в силовых преобразовательных устройствах различного функционального назначения. Карбидкремниевые ДШ обладают лучшими электрическими характеристиками по сравнению с кремниевыми быстровосстанавливающимися диодами (по времени обратного восстановления) и кремниевыми и арсенидгаллиевыми ДШ (по максимальному блокируемому напряжению в обратном направлении).


К настоящему времени для 4H-SiC решены проблемы по формированию качественных барьеров Шоттки (БШ). При низких плотностях тока вольт-амперные характеристики (ВАХ) барьеров описываются по диодной теории термоэмиссии с коэффициентом идеальности, близким к единице [1, 2]. Одним из важнейших параметров силового диода является его сопротивление в открытом состоянии. При увеличении прямого смещения нелинейное сопротивление барьера Шоттки уменьшается, однако при рабочей плотности тока сопротивление барьерного контакта может, в принципе, составлять значительную долю полного сопротивления диода в открытом состоянии. 
В работе экспериментально определено сопротивление Шоттки-контактов на основе 4H-SiC при высоких плотностях прямого тока. Измеренное сопротивление оказалось существенно больше сопротивления, которое предсказывается классическими механизмами транспорта электронов через Шоттки-контакт. Для объяснения полученных результатов выдвинуто  и частично обосновано предположение о решающем вкладе туннельно прозрачного промежуточного окисного слоя между металлом и полупроводником в сопротивление барьерного контакта при высоких плотностях прямого тока.
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